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Рис. 1.	Лінійка силових продуктів Magnachip для сонячної енергетики

Компанія Magnachip Semiconductor 
Corporation оголосила про завер-

шення розробки біполярного транзи-
стора з ізольованим затвором (IGBT) 
на 1 200 В і 75 А в корпусі TO-247PLUS, 
призначеного для сонячних інверторів.

Magnachip вийшла на ринок соняч-
них інверторів у 2020 році, представив-
ши IGBT 1200 В/40 А (MBQ40T120QFS), 
а у 2022  році почала пропонувати 
IGBT 650 В/75 А (MBQ75T65PEH). Те-
пер компанія представила свій новітній 

IGBT 1200 В/75 А (MBQA75T120RFS), що 
відрізняється передовими технологіями 
проєктування та виробництва  (рис. 1).

Цей продукт, розміщений у корпусі 
TO-247PLUS із розширеним тепловід-
водом, забезпечує кращу тепловідда-
чу порівняно з корпусом TO-247. Крім 
того, він підвищує енергоефективність 
завдяки зменшенню втрат на теплопро-
відність більш ніж на 14 % порівняно 
з попереднім поколінням. Це вдоскона-
лення гарантує стабільну роботу навіть 

у режимі перевантаження, тим самим 
підвищуючи надійність системи.

Крім того, цей новий IGBT забезпе-
чує гнучкість при проєктуванні систем, 
оскільки його технічні характеристи-
ки дозволяють замінити два IGBT но-
міналом 40  А. Ще однією важливою 
особливістю є вбудований антипара-
лельний діод зі швидким відновленням, 
який оперативно видаляє залишковий 
струм, зменшуючи втрати на переми-
канні, та гарантує максимальну робочу 
температуру переходу 175  °C. Розро-
блений відповідно до стандартів Joint 
Electron Device Engineering Council 
(JEDEC), цей продукт підходить для ши-
рокого спектра застосувань, що вима-
гають дотримання суворих номіналь-
них параметрів потужності та високої 
ефективності, зокрема для сонячних 
інверторів, перетворювачів, систем 
безперебійного живлення та інверторів 
загального призначення.

На рисунку  2 зображено три ос-
новні конфігурації сонячних систем: 
OFFGRID (автономна), ONGRID (мере-
жева) та HYBRID (гібридна), а також 
перелічено основні компоненти: сонячні 
панелі, інвертори, контролер, батарея 
(акумулятор), електромережа та елек-
троприлади.

За даними аналітичної компанії 
Omdia, очікується, що сектори дискрет-
них IGBT та кремнієвих MOSFET на ринку 
відновлюваної енергетики зростатимуть 
із середньорічним темпом зростання 
15 % у період з 2024 по 2028 рік.

Компанія Magnachip Semiconductor 
Corporation пропонує оптимізовані рі-
шення для ринку сонячної енергетики зав-
дяки своєму різноманітному асортименту 
IGBT та MXT MV MOSFET (табл. 1, 2). MXT 
MV MOSFET (Magnachip eXtreme Trench 
Medium Voltage MOSFET )  — це пере-
дова лінійка продуктів Magnachip, що 
містить транзистори MOSFET з траншей-
ною структурою напругою 40–200 В.

Розширення лінійки продуктів 
для сонячної енергетики
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Компанія Magnachip розширила лінійку силових компонен-
тів для сонячної енергетики, випустивши новий IGBT на 1200 В 
і 75 А у корпусі TO-247PLUS із покращеним тепловідведенням. 
Виріб забезпечує зниження теплових втрат більш ніж на 14 % 
порівняно з попереднім поколінням, має вбудований швидко-
дійний антипаралельний діод та робочу температуру перехо-
ду до 175 °C. Новинка дає змогу замінити два стандартні IGBT 
на 40  А, спрощуючи конструкцію сонячних інверторів, пере-
творювачів та систем безперебійного живлення.

https://www.magnachip.com/power-solutions/discrete-igbts/discrete-igbts-1200v/
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Рис. 2.	Основні конфігурації сонячних систем

«Завдяки випуску цього нового 
продукту лінійка продуктів Magnachip 
для сонячної енергетики поповнила-
ся і тепер може похвалитися висо-
копродуктивними IGBT та MXT MV 
MOSFET, які відповідають технічним 

вимогам застосувань на ринку соняч-
ної енергетики,  — зазначив генераль-
ний директор Magnachip Й.  Дж.  Кім 
(YJ Kim). — Ми продовжимо постачати 
інноваційні енергетичні рішення, орі-
єнтовані на застосування у сфері від-

новлюваної енергетики, та використо-
вуватимемо можливості для зростання 
в цій галузі».

Додаткову інформацію щодо 
продукції компанії Magnachip, 
що була представлена в цій статті, 
та каталог Magnachip-26 в елек-
тронному вигляді, можна отри-
мати в офіційного дистриб’ютора 
в Україні  — компанії «ІНКОМТЕХ 
ПРОЕКТ»:

04050, м.Київ,
вул. Герцена, 17-25, оф. 9,
тел. +38 (044) 230-0181.
Просимо звертатися до співро-

бітників:
Олександр Березовський,
тел.: (067) 231-6818,
alexandr.berezovskiy@i-p.com.ua, 
Поліна Бондарь,
тел.: (094) 094-6991,
polina.bondar@i-p.com.ua	

Таблиця 1. Лінійка IGBT-продуктів для сонячної енергетики від Magnachip

Продукт VCES, В IC, А, при TC = 100 °C Корпус

MBQA75T120RFS 1 200 75 TO-247PLUS

MBQ40T120QFS 1 200 40 TO-247

MBQ75T65PEH 650 75 TO-247

MBQ40T65QES 650 40 TO-247

Таблиця 2. Лінійка MOSFET-транзисторів MXT MV від Magnachip для сонячної енергетики

Продукт
VDS, 

В
VGS(th), 
тип., В

RDS(on)*, мОм, при VGS = 10 В Qg, 
тип., нК Корпус

Макс. Тип.

MDP20N116PTF 200 3.75 11.6 10.6 83.0 TO-220

MDU150N113PTV 150 3.1 11.3 9.5 36.0 PDFN56

MDT10N023 100 2.8 2.3 1.85 167.0 TOLL

MDP1991 100 2.9 5.9 4.4 100.0 TO-220

* RDS(on) — опір між стоком і витоком транзистора MOSFET у ввімкненому стані.


